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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月29日(2017.3.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体光電陰極及び
　フォトダイオードであって、
　ｐ－型にドープされた半導体層と、該ｐ－型にドープされた半導体層の第一の表面に形
成されてダイオードを形成するｎ-型にドープされた半導体層と、
　該ｐ－型にドープされた半導体層の第二の表面に形成された純ホウ素層と
を含むフォトダイオード
を含む光電子増倍管。
【請求項２】
　該半導体光電陰極が窒化ガリウムを含んでいる、請求項１に記載の光電子増倍管。
【請求項３】
　該半導体光電陰極が更に一つ以上のｐ－型にドープされた窒化ガリウム層を含んでいる
、請求項２に記載の光電子増倍管。
【請求項４】
　該半導体光電陰極がケイ素を含んでいる、請求項１に記載の光電子増倍管。
【請求項５】
　該半導体光電陰極が更に少なくとも一つの表面に純ホウ素被覆を含んでいる、請求項４
に記載の光電子増倍管。
【請求項６】
　該半導体光電陰極と該フォトダイオードの間のギャップがおよそ１ｍｍ未満である、請
求項１に記載の光電子増倍管。



(2) JP 2016-518683 A5 2017.5.18

【請求項７】
　該半導体光電陰極と該フォトダイオードの間のギャップがおよそ５００μｍ未満である
、請求項６に記載の光電子増倍管。
【請求項８】
　該半導体光電陰極の該ケイ素が互いの反対側に位置する表面を含み、該半導体光電陰極
が第一の純ホウ素被覆と第二の純ホウ素被覆とを該互いの反対側に位置する表面上にそれ
ぞれ含む、請求項５に記載の光電子増倍管。
【請求項９】
　該半導体光電陰極が更に（ａ）該ケイ素の受光面上に設けられた反射防止層、または（
ｂ）該ケイ素の電子放射面上に設けられた活性層を含む、請求項５に記載の光電子増倍管
。
【請求項１０】
　サンプルを検査するためのシステムであって、該システムは
　光を発生させるためのレーザシステム、
　該光をサンプルに向かわせるための第一の構成要素、
　一つ以上の検出器、及び
　サンプルからの光を該一つ以上の検出器に向かわせるための第二の構成要素を含み、
　少なくとも一つの検出器は光電子増倍管を含んでおり、該光電子増倍管は
　半導体光電陰極及び
　フォトダイオードであって、
　ｐ－型にドープされた半導体層と、
　該ｐ－型にドープされた半導体層の第一の表面に形成されてダイオードを形成するｎ-
型にドープされた半導体層と、
　該ｐ－型にドープされた半導体層の第二の表面に形成された純ホウ素層と
を含むフォトダイオード
　を含んでいることを特徴とするサンプルを検査するためのシステム。
【請求項１１】
　該半導体光電陰極が少なくとも一つの表面に純ホウ素被覆を含んでいるケイ素を含む、
請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　該半導体光電陰極が（ａ）反射モードの光電陰極、または（ｂ）透過モードの光電陰極
を含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　（ｂ）である場合、該光電陰極が更に反射防止層を含む、請求項１２に記載のシステム
。
【請求項１４】
　該第一の構成要素が、該光を該サンプルに対し斜めの角度で入射するように向ける、請
求項１０に記載のシステム。
【請求項１５】
　該一つ以上の検出器が二つの検出器を含み、第一の検出器は該サンプルから第一の方向
に散乱または反射した光に反応するように構成され、第二の検出器は該サンプルから第二
の方向に散乱または反射した光に反応するように構成され、該第二の方向が該第一の方向
と異なる、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１６】
　該光電子増倍管が更に該サンプルから該１つ以上の検出器へ向けられた該光を通すよう
に構成された窓を含み、該窓が少なくとも一つの表面上にＵＶ反射防止コーティングを含
む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１７】
　サンプルを検査するためのシステムであって、該システムは
　光を発生させるためのレーザシステム、
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　該光を該サンプルに向かわせるための第一の構成要素、
　一つ以上の検出器、及び
　該サンプルからの光を該一つ以上の検出器に向かわせるための第二の構成要素を含み、
　該少なくとも一つの検出器が電子衝撃イメージセンサを含み、該電子衝撃イメージセン
サは
　半導体光電陰極及び
　固体イメージセンサであって、
　ｐ－型にドープされたエピタキシ半導体層と、
　該ｐ－型にドープされたエピタキシ半導体層の第一の表面に形成されたゲート誘電層と
、
　該ｐ－型にドープされたエピタキシ半導体層の第二の表面の露出部分に形成された純ホ
ウ素層と
　を含む固体イメージセンサを含み、
　該半導体光電陰極がケイ素を含み、
　該半導体光電陰極が更に少なくとも一つの表面上に純ホウ素被覆を含む
　ことを特徴とするサンプルを検査するためのシステム。
【請求項１８】
　該光電陰極が更に反射防止層を含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　該電子衝撃イメージセンサが更に該サンプルから該１つ以上の検出器へ向けられた該光
を通すように構成された窓を含み、該窓が少なくとも一つの表面上にＵＶ反射防止コーテ
ィングを含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２０】
　該第一の構成要素が、該光を該サンプルに対し斜めの角度で入射するように向けるよう
に構成された、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２１】
　該一つ以上の検出器が二つの検出器を含み、第一の検出器は該サンプルから第一の方向
に散乱または反射した光に反応するように構成され、第二の検出器は該サンプルから第二
の方向に散乱または反射した光に反応するように構成され、該第二の方向が該第一の方向
と異なる、請求項１７に記載のシステム。
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